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1. ╳ 
2. R600 
3. R800 

 
TaPt 

1.╳ 
2.R500 

Ps.  
R500  : RTA at 500  for 30 sec in N℃ 2. 
R600   : RTA at 600  for 30 sec in N℃ 2. 
R800   : RTA at 800  for 30 sec in N℃ 2. 

    
 

表 2-1 實驗條件。 
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圖 2-1 二氧化鉿電容結構製
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圖 2-2 二氧化鉿金屬閘極場效電晶體製作流程圖。 
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